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EuOはNaCl型の結晶構造をもつ強磁性半導体である。Gdをドープすると、EuO中のEu2+と置き換わ

ったGd3＋はドナーとしてはたらき、興味ある磁気的現象を示す[1,2]。私達は簡単なモデルに動的

CPAを適用して、Gdサイトでは伝導電子のスピンと局在fスピンが強く平行結合をしていることを

示した[3]。左下図に様々な磁化<Sz>/Sに対して計算されたEu1-xGdxOの状態密度、右下図にキュリ

ー温度TCの電子濃度n依存性を示す。 

それに対して、EuO 中の酸素 O 格子欠陥は F 中心と同じく 2 電子捕獲中心となり、有名な金属

－絶縁体転移を起こすことが古くから知られていたが[4]、長い間その電子状態も金属－絶縁体転

移のメカニズムも解明されないままだった。最近になって、常磁性温度では深い捕獲状態と浅い

捕獲状態の 2 つあった捕獲電子状態が、強磁性になると深い電子状態だけになり、浅い捕獲電子

は伝導電子帯の底に入るらしいこと[5]、酸素 O 格子欠陥捕獲された電子は周囲の Eu サイトの f

スピンと反平行スピン結合しているらしいこと[6]が明らかになった。講演では簡単なモデルに基

づいて Gd-doped の場合と Eu-rich（酸素欠陥）の場合の電子状態の違いについて議論する。 
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